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Отработана операция временного бондинга с использованием в качестве но-
сителя кварцевой пластины. Получена экспериментальная зависимость тол-
щины адгезионного слоя от  скорости вращения центрифуги. Толщина уто-
ненной рабочей Si-пластины 150 мм составила 93 ± 3 мкм. Прогиб утоненной 
структуры не превышает 30 мкм.
Ключевые слова: временный бондинг; прогиб структуры; утонение; трехмер-
ная интеграция.

The operation of  temporary bonding using a quartz wafer as a carrier has been mas-
tered. An experimental dependence of the thickness of the adhesive layer on the speed 
of rotation of the centrifuge is obtained. The thickness of the thinned working Si wafer 
150 mm was 93 ± 3 μm. The defl ection of the thinned structure did not exceed 30 mi-
crons.
Keywords: temporary bonding; defl ection of structure; thinning; 3D integration.

В  настоящее время активно развивается трехмерная интеграция, повышаю-
щая плотность размещения элементов на пластине, посредством применения тех-
нологии адгезивного временного бондинга. Суть операции временного бондинга 
состоит в  возможности выполнения технологических операций (литография, 
осаждение и травление слоев и т. д.) на утоненной рабочей структуре с последую-
щим отделением от  толстой пластины носителя. Данный поход позволяет созда-
вать приборы на основе МЭМС, такие как датчики давления, акселерометры, ги-
роскопы, сенсоры расхода воздушных и газовых потоков, TSV-структуры. Низкая 
температура выполнения процесса (200 °C) — достоинство адгезивного бондинга. 
Также обеспечивается возможность работы с пластинами, имеющими значитель-
ный перепад высот (рельеф). Для повышения плоскостности поверхности пластин 
увеличивают толщину наносимого адгезивного слоя или осаждают дополнитель-
ные слои со сжимающими или растягивающими напряжениями [1].

В  нашей работе рабочая пластина из  Si 50 мм и  толщиной 675 мкм соеди-
нялась с  кварцевой пластиной 150 мм и  толщиной 1050 мкм. Для  соединения 
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использовался адгезионный слой толщиной 31 мкм. Для  последующего механи-
ческого дебондинга был предварительно нанесен антиадгезионный слой толщи-
ной 0,4 мкм. Вид сбоку структуры после бондинга и утонения до 93 мкм показан 
на рис. 1.

Рис. 1. Вид сбоку структуры после бондинга и утонения

В результате при полученном прогибе структуры высока вероятность успеш-
ного выполнения технологических операций, таких как дебондинг, контактная 
и проекционная литография, дополнительный бондинг.

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям 
по договору № 418ГР/57264 от 26.12.2019.
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Currently, 3D integration is actively developing, increasing the density of the placement 
of elements on wafer, through the use of adhesive temporary bonding technology. The essence 
of the temporary bonding operation consists in the possibility of performing technological 
operations (lithography, deposition and etching of layers, etc.) on a thinned working structure 
with subsequent separation from a thick wafer of the carrier. This approach makes it possible 
to  create devices based on  MEMS, such as pressure sensors, accelerometers, gyroscopes, 
air and gas fl ow sensors, TSV structures. Low process temperature (200 °C) is the advantage 
of adhesive bonding. Also, it is possible to work with wafers having a signifi cant diff erence 
in surface heights (relief). To increase the fl atness of the wafer surface, it is possible to increase 
the thickness of the deposited adhesive layer or deposit additional layers with compressive or 
tensile stresses [1].

In this work a  Si device wafer 150 mm and 675 μm thick was bonded to  a quartz 
wafer 150 mm and 1050 m thick. For bonding, an adhesive layer 31 μm thick was used. 
The  release layer with a  thickness of  0.4 m was preliminarily deposited to  provide the 
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subsequent mechanical debond. A  side view of  the structure after bonding and thinning 
to 93 m is shown in Figure 1.

As a  result, for the resulting defl ection of  the structure, there is a  high probability 
of  successful execution of  technological operations: debonding, contact and projection 
lithography, additional bonding.

This work was supported by the Fund for the Promotion of Innovations under contract 
№ 418GR/57264 dated 26.12. 2019.
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